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101 學年四技二專第五次聯合模擬考試 
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第一部份：基本電學 
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第二部份：電子學 

26. ∵磷為 5價元素，∴此半導體為 N型半導體 
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36. 若 1Q 導通時， 0V 1EC > ，此電壓

對 2Q 的 B-E 接面為逆偏，B-C

接面為順偏，故無法達到達靈頓

電路之功能 
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38. FET為通道長度調變(Channel Length Modulation 

M.L.C⇒ ) 
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○3  N-ch EMOS工作於飽和區時， DSV 愈小， DI 稍微

下降(∵通道長度調變的原因) 

41. ○1  P-ch JFET最高電壓為源極(S) 

○2  N-ch JFET，通道厚度愈窄， PV 下降 
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44. ○1  P-ch DMOS： 0VP > ，且有預置通道 

○2  N-ch EMOS： 0Vt > ，且無預置通道 

○3  P-ch DMOS：工作在飽和區之條件 

PGSDSPDSGSPGD VVVVVVVV −≤⇒≥−⇒≥  

45. 
k10

V

R

V

R

VV
I i

1

i

1

i
1 ==

−
= −  

∵OPA有 N.F.B，∴ V0VV == +−  

∴ 2R 與 4R 可視為並聯 4221 RIRI ×=×⇒  

∴ )mA(V10
k1

k100

k10

V
I i

i
2 =×=  

依據 )mA(V1.10IIIL.C.K i213 =+=⇒  

)V10()V1010()RI()RI(V ii4233o −+−=×−+×−=  

iV1020−= ，∴ 1020
V

V
A

i

o
V −==  
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